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半導体集積回路の超微細化、超高密度化に伴い、回路素子パターンを転写するリソグラフィー技術は DUV (Deep 













Ta/Ru の 2 層構造ノ\ーフトーン位相シフトマスク、および完全平坦な積層型渋谷 レベンソン位相シフトマスクを設
計している。これらの位相シフトマスクで、線幅 18nm のパターン転写が可能であることと、メタルレス渋谷一レベ
ンソン位相シフトマスクで線幅 13nm のパターン転写が可能であることを明らかにしている。
さらに、波長帯域幅を持つ露光光で、 Mo/Si 反射多層膜の膜厚ぱらつきの影響を受けることなく、適正焦点位置が
得られることを明らかにしている。
以上のように、本論文は極短紫外光縮小リソグラフィーの反射型マスクの問題点を解決し、マスク設計の指針を与
えるものであり、半導体技術ノード 22nm 世代の集積回路開発に大きく寄与するもので、博士(工学)の学位論文と
して価値あるものと認める。
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